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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に薄膜が形成された構造を有するマスクブランクであって、
　前記薄膜は、タンタル、タングステン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオ
ブ、ニッケル、チタン、パラジウム、モリブデンおよびケイ素から選ばれる１以上の元素
を含有する材料からなり、
　一次イオン種がＢｉ３

＋＋、一次加速電圧が３０ｋＶ、一次イオン電流が３．０ｎＡの
測定条件とした飛行時間型二次イオン質量分析法（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）によって、前記薄
膜の表面を測定したときのカルシウムイオン、マグネシウムイオンおよびアルミニウムイ
オンから選ばれる少なくとも一以上のイオンの規格化二次イオン強度が、１．０×１０－

３以下であることを特徴とするマスクブランク。
【請求項２】
　前記薄膜は、タンタルを含有する材料からなることを特徴とする請求項１に記載のマス
クブランク。
【請求項３】
　前記薄膜は、表層に酸素を含有した酸化層を有することを特徴とする請求項２に記載の
マスクブランク。
【請求項４】
　前記酸化層は、酸素含有量が６０原子％以上であることを特徴とする請求項３に記載の
マスクブランク。
【請求項５】
　前記薄膜は、前記基板側から下層と上層の積層構造を有し、前記上層は、酸素を含有し
ていることを特徴とする請求項２に記載のマスクブランク。
【請求項６】
　前記上層は、表層に酸素含有量が６０原子％以上である酸化層を有することを特徴とす
る請求項５に記載のマスクブランク。
【請求項７】
　前記薄膜は、フッ素を含有するエッチングガスまたは塩素を含有するエッチングガスを
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用いたドライエッチングによって薄膜パターンを形成するために設けられたものであるこ
とを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項８】
　前記規格化二次イオン強度は、一次イオン照射領域を一辺が２００μｍである四角形の
内側の領域とした測定条件で行われたものであることを特徴とする請求項１から７のいず
れかに記載のマスクブランク。
【請求項９】
　前記規格化二次イオン強度は、二次イオンの測定範囲を０．５ｍ／ｚ以上３０００ｍ／
ｚ以下とした測定条件で行われたものであることを特徴とする請求項１から８のいずれか
に記載のマスクブランク。
【請求項１０】
　前記カルシウムイオン、マグネシウムイオンおよびアルミニウムイオンから選ばれる少
なくとも一以上のイオンは、フッ素を含有するエッチングガスまたは塩素を含有するエッ
チングガスを用いたドライエッチングによって前記薄膜にパターンを形成するときに、エ
ッチングを阻害する要因となる物質であることを特徴とする請求項１に記載のマスクブラ
ンク。
【請求項１１】
　前記基板は、露光光に対して透過性を有するガラス基板であり、
　前記薄膜は、このマスクブランクから転写用マスクを作製する際に転写パターンを形成
するために用いられるものであることを特徴とする請求項１から１０のいずれかに記載の
マスクブランク。
【請求項１２】
　前記基板と薄膜の間に露光光を反射する機能を有する多層反射膜を備え、
　前記薄膜は、このマスクブランクから転写用マスクを作製する際に転写パターンを形成
するために用いられるものであることを特徴とする請求項１から１０のいずれかに記載の
マスクブランク。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれかに記載のマスクブランクの前記薄膜にドライエッチングに
よって転写パターンを形成する工程を有することを特徴とする転写用マスクの製造方法。
【請求項１４】
　前記ドライエッチングは、フッ素を含有するエッチングガスまたは塩素を含有するエッ
チングガスを用いることを特徴とする請求項１３に記載の転写用マスクの製造方法。


	header
	written-amendment

